
(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202110247470.8

(22)申请日 2021.03.05

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 113053451 A

(43)申请公布日 2021.06.29

(73)专利权人 深圳三地一芯电子有限责任公司

地址 518000 广东省深圳市龙岗区坂田街

道岗头社区天安云谷产业园二期4栋

2309-2310

(72)发明人 胡来胜　陈向兵　张辉　张如宏　

(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司 

11508

专利代理师 任志龙

(51)Int.Cl.

G11C 29/42(2006.01)

G11C 16/10(2006.01)

G11C 5/14(2006.01)

(56)对比文件

WO 2017088507 A1,2017.06.01

US 4450561 A,1984.05.22

US 2018068726 A1,2018.03.08

CN 105637591 A,2016.06.01

CN 109471808 A,2019.03.15

CN 109783001 A,2019.05.21

CN 101419838 A,2009.04.29

CN 105512337 A,2016.04.20

CN 106021002 A,2016.10.12

US 2016217068 A1,2016.07.28

WO 2010123493 A1,2010.10.28

Na Young Ahn 等.Forensics and Anti-

Forensics of a NAND Flash Memory: From a 

Copy-Back Program Perspective.《IEEE》

.2020,

卢千红.大容量NAND Flash阵列管理技术研

究与实现.《中国优秀硕士学位论文全文数据库 

信息科技辑》.2019, (续)

审查员 许崇娟

 

(54)发明名称

Nandflash内生成softbit的方法、系统、主

机以及储存介质

(57)摘要

本申请涉及Nandflash内生成softbit的方

法、系统、主机以及储存介质，包括如下步骤：在

控制器内设置预设区域；在预设区域内写入一组

原始数据组；在控制器中建立Table并将原始数

据组写入T a b l e内 ；获取调节数据 ：调节

Nandflash的基准电压为调节电压并写入Table；

获取第二调节数据组；获取对比数据操作；获取

对比数据组；对比数据组趋向判定操作：读取原

始数据的对比数据组，并进行频数比较，并进行

原始数据的稳定性判定；获取softbit：依据原始

数据的稳定性判定获取softbit。本申请具有实

现在不能提供softbit的Nandflash中生成

softbit的效果。
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1.Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，包括如下步骤：

在控制器内设置预设区域；

在预设区域内写入一组原始数据组，其中原始数据组内包括有多个原始数据，并且每

个原始数据为基于Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；

在控制器中建立Table，并将原始数据组写入Table内，其中Table用于存放数据；

获取调节数据操作：调节Nandflash的基准电压且调节后的基准电压为调节电压，读取

原始数据组每个bit基于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据组写入Table，

其中，第一调节数据组包括多个原始数据对应的调节数据；

多次执行获取调节数据操作并获取第二调节数据组；

获取对比数据：将原始数据与对应的调节数据依次进行判定是否一致，基于判定结果

获取对比数据，其中对比数据依据判定结果有两种；

获取对比数据组：将原始数据与对应的第二调节数据组内的每个调节数据进行判定操

作判定是否一致，基于多次判定结果得到原始数据对应的对比数据组，并写入Table内；

对比数据组趋向判定操作：读取原始数据的对比数据组，并对比数据组中的两个对比

数据数值进行频数比较，并依据频数比较进行原始数据的稳定性判定；

获取softbit：依据原始数据的稳定性判定获取原始数据的softbit，并将softbit写入

Table中。

2.根据权利要求1所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，在所述获取调

节数据操作中，包括：

多次调节基准电压：多次调节为多次增大基准电压以及多次减小基准电压；

依次读取多次增大以及多次减小基准电压的每个bit的调节且记录为第二调节数据

组，并将第二数据组写入Table。

3.根据权利要求1所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，在原始数据与

调节数据判定操作步骤中，包括：

若是原始数据与调节数据一致，表示原始数据的数值未变化，则得到对比数据数值为

0，读取对比数据并将写入Table；否则得到对比数据数值为1，表示原始数据的数值变化，读

取对比数据组并写入Table。

4.根据权利要求3所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，  在判断原始

数据与调节数据是否变化时，判断公式为：C=A（xor）B,其中，A为读取到的原始数据的数值，

B为读取到的调节数据的数值，C为对比数据的数值。

5.根据权利要求4所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，在原始数据的

稳定性判定中，还包括：

读取对比数据组中出现对比数据为0的频数n、出现对比数据为1的频数m；

依据频数n和频数m判定结果进行原始数据的稳定性判定。

6.根据权利要求5所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，在原始数据的

稳定性判定步骤中，具体为：

比较n和m，若是n＞m，则判定该bit为稳定，并记录softbit为0；

否则判定该bit为不稳定，并记录softbit为1。

7.根据权利要求6所述的Nandflash内生成softbit的方法，其特征在于，依次对原始数
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据组内的每一个原始数据依次进行多次调节基准电压、原始数据判定操作、原始数据的稳

定性判定，读取每个原始数据的softbit并写入Table中。

8.一种Nandflash内生成softbit的系统，其特征在于，包括

存储模块（1），控制器内建立的存储区域，原始数据组内每个原始数据为基于

Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；

表格建立模块（2），用于在控制器内建立用于写入数据的Table；

基准电压调节模块（3），将Nandflash的基准电压进行调节，读取原始数据组每个bit基

于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据组写入Table中，其中，第一调节数据

组包括多个原始数据对应的调节数据；

多次执行模块（4），用于多次执行基准电压调节模块（3），读取多次调节基准电压对应

的调节数据并记录为第二调节数据组写入Table中；

获取对比数据模块（5），将原始数据与对应的第二调节数据组内的每个调节数据进行

判定操作判定，基于多次判定结果获取原始数据对应的对比数据组，并写入Table内；

获取对比数据组模块（6），重复执行获取对比数据模块，获取原始数据的全部对比数据

并记录为对比数据写入Table中；

频数获取模块（7），用于读取每个原始数据对应对比数据组中两个数值出现的频数；

频数比较模块（8），将原始数据的两个对比数据数值的频数，并将每个原始数据的比较

结果记录为softbit写入Table中。

9.主机，其特征在于，包括Nandflash和处理器，Nandflash上存储有能够被处理器加载

并执行如权利要求1至7中任一项所述方法的计算机程序。

10.计算机可读存储介质，其特征在于，存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1

至7中任一项所述方法的计算机程序。
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Nandflash内生成softbit的方法、系统、主机以及储存介质

技术领域

[0001] 本申请涉及Nandflash的领域，尤其是涉及Nandflash内生成softbit的方法、系

统、主机以及储存介质。

背景技术

[0002] Nandflash是一种高密度的基于闪存(flash)技术的Nandflash，有容量大，速度快

的优点，但Nandflash特别是新制程的Nandflash也存在误码率较高，可靠性差，寿命短的问

题。

[0003] 在实际应用中就需要Nandflash控制器需要应用ECC(错误检查和纠正)来保证数

据的完整性，ECC主要应用两种算法BCH与LDPC。

[0004] LDPC主要的纠错方式有两种：1、硬判决译码，即从Nandflash读取之前写入

Nandflash的编码数据，直接进行解码纠错；2、软判决译码，软判决译码不仅需要读取之前

写入Nandflash的编码数据，还需要Nandflash提供基于当前数据的soft  bit数据，LDPC根

据softbit可以优先翻转更大几率错误bit，可以大幅提高LDPC算法的纠错能力与纠错时

间。

[0005] softbit数据实际是标识Nandflash存储单元那些更可能出错；为提升Nandflash

的数据的完整性Nandflash本身也提供了一些技术手段，例如重读技术(readretry)

softbit数据等。

[0006] 针对上述中的相关技术，发明人认为：不是所有的Nandflash都提供softbit数据，

一些不能提供softbit的Nandflash不能进行软判决译码，对此情况有待进一步改善。

发明内容

[0007] 为了实现在不能提供softbit的Nandflash中生成softbit，本申请提供Nandflash

内生成softbit的方法、系统、主机以及储存介质。

[0008] 第一方面，本申请提供的Nandflash内生成softbit的方法，采用如下的技术方案：

Nandflash内生成softbit的方法，包括如下步骤：

[0009] 在控制器内设置预设区域；

[0010] 在预设区域内写入一组原始数据组，其中原始数据组内包括有多个原始数据，并

且每个原始数据为基于Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；

[0011] 在控制器中建立Table，并将原始数据组写入Table内，其中Table用于存放数据；

[0012] 获取调节数据操作：调节Nandflash的基准电压且调节后的基准电压为调节电压，

读取原始数据组每个bit基于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据组写入

Table，其中，第一调节数据组包括多个原始数据对应的调节数据；

[0013] 多次执行获取调节数据操作并获取第二调节数据组；

[0014] 获取对比数据：将原始数据与对应的调节数据依次进行判定是否一致，基于判定

结果获取对比数据，其中对比数据依据判定结果有两种；
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[0015] 获取对比数据组：将原始数据与对应的第二调节数据组内的每个调节数据进行判

定操作判定是否一致，基于多次判定结果得到原始数据对应的对比数据组，并写入Table

内；对比数据组趋向判定操作：读取原始数据的对比数据组，并对比数据组中的两个对比数

据数值进行频数比较，并依据频数比较进行原始数据的稳定性判定；

[0016] 获取softbit：依据原始数据的稳定性判定获取原始数据的softbit，并将softbit

写入Table中。

[0017] 通过采用上述技术方案，在没有softbit的Nandflash，先在控制器内预设一个用

于储存数据的预设区域，并且在预设区域写入一组原始数据组，随后再控制器内建立

Table，并且将原始数据组内的每一个原始数据写入Table内，原始数据组为在同一基准电

压下读取到bit组的数值；然后可以调节Nandflash的基准电压，便可以读取原始数据组每

个原始数据在基准电压调节后的调节数据并记录为第一调节数据组，再将第一调节数据组

写入Table内，并且每个调节电压与原始数据对应；然后在多次调节Nandflash的基准电压，

可以获取到每个原始数据的多个调节数据，并将同一个原始数据的多个调节数据记录为第

二调节数据组，将第二调节数据组写入Table中；然后执行获取对比数据操作，将原始数据

与对应的第二调节数据组的所有调节数据进行判定操作，并依据读取多次判定操作的对比

数据记录为对比数据组，并且对比数据依据判定结果有两种，每一个原始数据对应的对比

数据组均写入Table内；在执行对比数据组趋向判定操作，记录同一对比数据组内两个判定

结果读取到的频数，对比数据组中的两个对比数据数值进行频数比较，并依据频数比较结

果进行原始数据的稳定性判定，最后进行获取softbit的操作，基于读取每个原始数据的稳

定性判定结果数据获取每个原始数据softbit，从而读取原始数据的softbit组并写入

Table内，Nandflash便可以通过读取Table内原始数据的softbit进行LDPC软纠错。

[0018] 优选的，在所述获取调节数据操作中，包括：

[0019] 多次调节基准电压：多次调节为多次增大基准电压以及多次减小基准电压；

[0020] 依次读取多次增大以及多次减小基准电压的每个bit的调节且记录为第二调节数

据组，并将第二数据组写入Table。

[0021] 通过采用上述技术方案，在多次调节Nandflash的基准电压时，调节后的一部分基

准电压大于预设基准电压，另一部分小于预设基准电压，并且读取每次调节基准电压后的

调节数据并记录为第二调节数据组写入Table内。

[0022] 优选的，在原始数据与调节数据判定操作步骤中，包括：

[0023] 若是原始数据与调节数据一致，表示原始数据的数值未变化，则得到对比数据数

值为0，读取对比数据并将写入Table；否则得到对比数据数值为1，表示原始数据的数值变

化，读取对比数据组并写入Table。

[0024] 通过采用上述技术方案，在调节基准电压后，将读取到每个bit的调节数据与原始

数据进行对比并且根据对比结果得到对比数据，在每次原始数据与调节数据进行对比判定

时，若是调节数据相较于原始数据未变化，此时对比数据记录为0，并写入在Table中；若是

调节数据相较于原始数据有所变化，此时对比数据记录为1，并写入在Table中；每次调节基

准电压后，重复进行对比原始数据与读取的调节数据，记录为第二调节数据组写入Table

内。

[0025] 优选的，在判断原始数据与调节数据是否变化时，判断公式为：C＝A(xor)B,其中，

说　明　书 2/8 页

5

CN 113053451 B

6



A为读取到的原始数据的数值，B为读取到的调节数据的数值，C为对比数据的数值。

[0026] 通过采用上述技术方案，在读取到调节数据的数值后，将原始数据的数值与调节

数据的数值代入判断公式中，通过判断公式便可以获得对比数据的数值，记录每一原始数

据的第二调节数据组写入Table内。

[0027] 优选的，在所述原始数据的稳定性判定中，还包括：

[0028] 读取对比数据组中出现对比数据为0的频数n、出现对比数据为1的频数m；

[0029] 依据频数n和频数m判定结果进行原始数据的稳定性判定。

[0030] 通过采用上述技术方案，在获取到每个原始数据的对比数据组后，便依次读取每

个原始数据对应对比数据组中对比数据两个数值的频数，在将一个原始数据的对比数据组

依次读取完毕之后，便可以获得出现对比数据为0的频数为n、出现对比数据为1的频数为m，

对频数n和频数m进行原始数据的稳定性判定。

[0031] 优选的，在原始数据的稳定性判定步骤中，具体为：

[0032] 比较n和m，若是n＞m，则判定该bit为稳定，并记录softbit为0；

[0033] 否则判定该bit为不稳定，并记录softbit为1。

[0034] 通过采用上述技术方案，在需要每个原始数据进行稳定性判定时，便读取频数n与

频数m，并将n与m进行，其中若是n＞m，则判定该bit为稳定，并记录softbit为0；否则判定该

bit为不稳定，并记录softbit为1，并且将原始数据的softbit写入Table内。

[0035] 优选的，依次对原始数据组内的每一个原始数据依次进行多次调节基准电压、原

始数据判定操作、原始数据的稳定性判定，读取每个原始数据的softbit并写入Table中。

[0036] 通过采用上述技术方案，通过对原始数据组内的每一个原始数据进行多次调节基

准电压操作，便可以会将每一个原始数据的第二调节数据组写入Table内；再依次进行原始

数据判定操作、原始数据的稳定性判定从而得到每个原始数据的softbit。

[0037] 第二方面，本申请提供一种Nandflash内生成softbit的系统，包括

[0038] 存储模块，控制器内建立的存储区域，原始数据组内每个原始数据为基于

Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；

[0039] 表格建立模块，用于在控制器内建立用于写入数据的Table；

[0040] 基准电压调节模块，将Nandflash的基准电压进行调节，读取原始数据组每个bit

基于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据组写入Table中，其中，第一调节数

据组包括多个原始数据对应的调节数据；

[0041] 多次执行模块，用于多次执行基准电压调节模块，读取多次调节基准电压对应的

调节数据并记录为第二调节数据组写入Table中；

[0042] 获取对比数据模块，将原始数据与对应的第二调节数据组内的每个调节数据进行

判定操作判定，基于多次判定结果获取原始数据对应的对比数据组，并写入Table内；

[0043] 获取对比数据组模块，重复执行获取对比数据模块，获取原始数据的全部对比数

据并记录为对比数据写入Table中；

[0044] 频数获取模块，用于读取每个原始数据对应对比数据组中两个数值出现的频数；

[0045] 频数比较模块，将原始数据的两个对比数据数值的频数，并将每个原始数据的比

较结果记录为softbit写入Table中。

[0046] 第三方面，本申请提供一种主机，包括Nandflash和处理器，Nandflash上存储有能
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够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一项所述方法的计算机程序。

[0047] 第四方面，本申请提供一种计算机可读存储介质，存储有能够被处理器加载并执

行如权利要求1至7中任一项所述方法的计算机程序。

[0048] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：在没有softbit的Nandflash，

先在控制器内预设一个用于储存数据的预设区域，并且在预设区域写入一组原始数据组，

随后再控制器内建立Table，并且将原始数据组内的每一个原始数据写入Table内，原始数

据组为在同一基准电压下读取到bit组的数值；然后可以调节Nandflash的基准电压，便可

以读取原始数据组每个原始数据在基准电压调节后的调节数据并记录为第一调节数据组，

再将第一调节数据组写入Table内，并且每个调节电压与原始数据对应；然后在多次调节

Nandflash的基准电压，可以获取到每个原始数据的多个调节数据，并将同一个原始数据的

多个调节数据记录为第二调节数据组，将第二调节数据组写入Table中；然后执行获取对比

数据操作，将原始数据与对应的第二调节数据组的所有调节数据进行判定操作，并依据读

取多次判定操作的对比数据记录为对比数据组，并且对比数据依据判定结果有两种，每一

个原始数据对应的对比数据组均写入Table内；在执行对比数据组趋向判定操作，记录同一

对比数据组内两个判定结果读取到的频数，对比数据组中的两个对比数据数值进行频数比

较，并依据频数比较结果进行原始数据的稳定性判定，最后进行获取softbit的操作，基于

读取每个原始数据的稳定性判定结果数据获取每个原始数据softbit，从而读取原始数据

的softbit组并写入Table内，Nandflash便可以通过读取Table内原始数据的softbit进行

LDPC软纠错。

附图说明

[0049] 图1是本申请实施例一中生成softbit的流程框图。

[0050] 图2是本申请实施例二中生成softbit的模块框图。

[0051] 附图标记说明：

[0052] 1、存储模块；2、表格建立模块；3、基准电压调节模块；4、多次执行模块；5、获取对

比数据模块；6、获取对比数据组模块；7、频数获取模块；8、频数比较模块。

具体实施方式

[0053] 以下结合附图1‑2，对本申请作进一步详细说明。

[0054] 实施例一：

[0055] 本申请实施例公开Nandflash内生成softbit的方法，参照图1，包括如下步骤：

[0056] 在控制器内设置预设区域，其中，预设区域用于提供存储数据的空间。

[0057] 在预设区域内写入一组原始数据组，其中，原始数据组内包括有多个原始数据，并

且每个原始数据为基于Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；在本实施例

中，原始数据组包括四个原始数据，分别为bit1＝0、bit2＝0、bit3＝1、bit4＝1。

[0058] 在控制器中建立Table，并将原始数据组写入Table内，Table用于存放数据。

[0059] 获取调节数据操作：调节Nandflash的基准电压且调节后的基准电压为调节电压，

另外在本实施例中，调节基准电压是指,使用Nandflash提供的功能接口如：readretry 

operation、read  offset  operation，read  level  shift  opetation等来调整Nandflash内
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部的存储单元数据判定基准。

[0060] 读取原始数据组每个bit基于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据

组写入Table，其中，第一调节数据组包括多个原始数据调节一次基准电压对应的调节数

据，参照Table中信息，四个原始数据在第一次调节基准电压的第一调节数据组内的调节数

据依次为bit1＝0、bit2＝1、bit3＝0、bit4＝1。

[0061] 多次执行获取调节数据操作并获取第二调节数据组，多次调节基准电压：多次调

节为多次增大基准电压以及多次减小基准电压；依次读取多次增大以及多次减小基准电压

的每个bit的调节数据，且记录为第二调节数据组，并将第二调节数据组写入Table，参照

Table中信息，原始数据在多次调节基准电压的第二调节数据组内的调节数据依次为bit1

＝0、bit1＝0、bit1＝0、bit1＝0、bit1＝0。

[0062] 获取对比数据：将原始数据与对应的调节数据依次进行判定是否一致，基于判定

结果获取对比数据，其中对比数据依据判定结果有两种，具体的判定步骤为：若是原始数据

与调节数据一致，表示原始数据的数值未变化，则得到对比数据数值为0，读取对比数据并

将写入Table；否则得到对比数据数值为1，表示原始数据的数值变化，读取对比数据组并写

入Table；

[0063] 将原始数据与调节数据采用异或的逻辑进行运算判定便可以获取对比数据，判定

公式为C＝A(xor)B,其中，A为读取到的原始数据的数值，B为读取到的调节数据的数值，C为

对比数据的数值，将读取到的A和B代入判定公式中，获取对比数据的数值C。

[0064] 获取对比数据组：将原始数据与对应第二调节数据组内的每个调节数据进行判定

操作判定是否一致，便可以获取到每次调节基准电压后原始数据的对比数据，获取到一个

原始数据基于多次判定结果对应的对比数据组，并将对比数据组写入Table内，参照Table

中信息，bit1对应对比数据组内的对比数据依次为0、0、0、0、0。

[0065] 对比数据组趋向判定操作：读取原始数据的对比数据组，并对比数据组中的两个

对比数据数值进行频数比较，并依据频数比较进行原始数据的稳定性判定。

[0066] 频数比较：依次读取原始数组对应的对比数据组内的对比数据，并记录对比数据

为1的频数n、记录出现对比数据为0的频数m，依据频数n和频数m判定结果进行原始数据的

稳定性判定，参照Table中信息，bit1得对比数据组中n＝5,m＝0。

[0067] 原始数据的稳定性判定，将频数n与频数m进行比较，若是n＞m，则判定该bit为稳

定，并记录softbit为0；否则判定该bit为不稳定，并记录softbit1。

[0068] 对原始数据组内的每一个原始数据依次多次调节基准电压、原始数据判定操作、

原始数据的稳定性判定，读取每个原始数据的softbit获取softbit组并写入Table中。

[0069] 获取softbit：依据原始数据的稳定性判定获取原始数据的softbit，并将softbit

写入Table中。

[0070] 另外在获取对比数据组过程中，还可以每次进行调节基准电压后，便可以将第一

调节数据组内的调节数据与对应原始数据先进行获取对比数据操作，便可以获取每一个原

始数据在每次调节基准电压后对应的对比数据，并写入Table。

[0071] 通过多调节基准电压操作以及相应的获取对比数据同时写入Table内，采用上述

过程，同样可以获取每一个原始数据的对比数据组。

[0072] 本实施例中，可以采用上述方法的部分步骤生成softbit，也可以直接将读取的对
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比数据作为原始数据的softbit，具体步骤如下：

[0073] 参照Table1，先在控制器内预设一个用于储存数据的预设区域，并且在预设区域

写入一组原始数据组，随后在控制器内建立Table1，并且将原始数据组内的每一个原始数

据写入Table1内，原始数据组为在同一预设基准电压下bit组的数值，在本实施例中，原始

数据组包括bit1＝1、bit2＝1、bit3＝0、bit4＝0。

[0074] 调节Nandflash的基准电压,读取原始数据组每个原始数据在基准电压调节后的

调节数据并记录为第一调节数据组，再将第一调节数据组写入Table1内；将原始数据与第

一调节数据组总对应的调节数据进行判定操作获取对比数据，并且对比数据依据判定结果

有两种。

[0075] 在本实施例中，可以通过判定公式C＝A(xor)B进行，在调节基准电压的获取对比

数据的计算过程，以bit1为例，其中A＝1、B＝1，即是C＝1(xor)1＝0，对比数据为0，同时

softbit为0；重复上述操作，得到bit2、bit3、bit4的softbit，并记录在Table1内。

[0076]

[0077]

[0078] Table1

[0079] 实施例二：

[0080] 在一个实施例中，提供一种Nandflash内生成softbit的系统，参照图2，包括

[0081] 存储模块1，控制器内建立的存储区域，原始数据组内每个原始数据为基于

Nandflash在预设基准电压下读取到每个bit的数值；

[0082] 表格建立模块2，用于在控制器内建立用于写入数据的Table；

[0083] 基准电压调节模块3，将Nandflash的基准电压进行调节，读取原始数据组每个bit

基于调节电压下的第一调节数据组，并将第一调节数据组写入Table中，其中，第一调节数

据组包括多个原始数据对应的调节数据；

[0084] 多次执行模块4，用于多次执行基准电压调节模块3，读取多次调节基准电压对应

的调节数据并记录为第二调节数据组写入Table中；

[0085] 获取对比数据模块5，将原始数据与对应的第二调节数据组内的每个调节数据进

行判定操作判定，基于多次判定结果获取原始数据对应的对比数据组，并写入Table内；

[0086] 获取对比数据组模块6，重复执行获取对比数据模块，获取原始数据的全部对比数

据并记录为对比数据写入Table中；

[0087] 频数获取模块7，用于读取每个原始数据对应对比数据组中两个数值出现的频数；

[0088] 频数比较模块8，将原始数据的两个对比数据数值的频数，并将每个原始数据的比

较结果记录为softbit写入Table中。

[0089] 实施例三：
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[0090] 在一个实施例中，提供一种主机，包括Nandflash和处理器，Nandflash上存储有能

够被处理器加载并执行Nandflash内生成softbit的方法的计算机程序。

[0091] 实施例四：

[0092] 在一个实施例中，提供一种计算机可读存储介质，存储有能够被处理器加载并执

行Nandflash内生成softbit的方法的计算机程序。

[0093] 本申请实施例Nandflash内生成softbit的方法的实施原理为：

[0094] 先在控制器内预设一个用于储存数据的预设区域，并且在预设区域写入一组原始

数据组，随后再控制器内建立Table，并且将原始数据组内的每一个原始数据写入Table内，

原始数据组为在同一基准电压下bit组的数值，在本实施例中，参照Table，原始数据组包括

bit1＝0、bit2＝0、bit3＝1、bit4＝1。

[0095] 然后可以调节Nandflash的基准电压,读取原始数据组每个原始数据在基准电压

调节后的调节数据并记录为第一调节数据组，再将第一调节数据组写入Table内，并且每个

调节数据与原始数据对应。

[0096] 再多次调节Nandflash的基准电压，在多次调节基准电压后，原始数据总共经过奇

数次调节基准电压，一个原始数据可以获得奇数个调节数据，并将同一个原始数据的多个

调节数据记录为第二调节数据组，将第二调节数据组写入Table中；在本实施例中，对基准

电压进行5次调节，并且以原始数据组的bit1作为示例，并且bit1在五次调节基准电压后读

取的调节数据依次为0、0、0、0、0。

[0097] 然后执行获取对比数据操作，将原始数据与对应的第二调节数据组的所有调节数

据进行判定操作，并依据读取多次判定操作的对比数据记录为对比数据组，并且对比数据

依据判定结果有两种，每一个原始数据对应的对比数据组均写入Table内；在本实施例中，

可以通过判定公式C＝A(xor)B进行，在第一次调节基准电压的获取对比数据的计算过程，

其中A＝0、B＝0，即是C＝0(xor)0＝0，重复上述操作，便可以得到五次调节基准电压对应的

5个对比数据，并记录在Table内。

[0098] 再执行对比数据组趋向判定操作，记录同一对比数据组内两个判定结果读取到的

频数，对比数据组中的两个对比数据数值进行频数比较，依次读取一个原始数据对应的对

比数据，并记录对比数据出现的频数，并依据频数比较结果进行原始数据的稳定性判定，最

后进行获取softbit的操作；例如在本实施例中bit1的对比数据组内，C＝0的频数n＝5、C＝

1的频数n＝0，此时将频数n与频数m进行比较，n＝5＞m＝0，便可以获取bit的softbit为0，

并表示bit1稳定。

[0099] 最后基于读取每个原始数据的稳定性判定结果数据获取每个原始数据softbit，

从而读取原始数据的softbit组并写入Table内，在本实施例的Table中，bit1的softbit为

0、bit2的softbit为1、bit3的softbit为1、bit4的softbit为0。

[0100]
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[0101]

[0102] Table

[0103] 在Nandflash的使用期间，控制器便可以通过写入读取Table内原始数据对应的

softbit进行LDPC软纠错。

[0104] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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说　明　书　附　图 1/2 页

12

CN 113053451 B

13



图2
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